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车规级和工业级SiC-MOSFET芯片推荐指南

・对于每个应用，使用三等级评分系统（◎、○、△）来评估关键性能要求。同时提供了推荐的三菱电机SiC MOSFET芯片供参考。
・沟槽栅SiC MOSFET的设计注重低导通电阻，从而降低导通损耗并提升系统效率。但是，由于其高单元密度结构，栅极电荷（Qg）往往会增
加，而且在高dv/dt条件下意外导通的可能性成为设计考虑因素。因此，合理的栅极驱动设计，包括使用负栅压和优化栅极电阻，对于充分发挥
器件性能非常重要。
・平面栅SiC MOSFET旨在在导通损耗和开关损耗之间提供平衡的折中。它们特别适用于高开关频率的应用，比如车载充电器（OBC）和工业电
源，在这些场景中整体系统效率和开关性能都非常关键。

关键项 车载 工业

电驱逆变器 车载充电机 电机驱动 UPS 数据中心

客户要求

导通损耗 ◎ 〇 ◎ ◎

开关损耗 〇 ◎ △ ◎

反向恢复损耗 〇 ◎ ○ ◎

dV/dt 抗扰度 ◎ 〇 ◎ 〇

推荐 沟槽栅 沟槽栅
平面栅 沟槽栅 沟槽栅

平面栅

注意：以上建议仅供参考，并未涵盖所有可能的应用需求或使用场景。

优先级: ◎ 高/ ○ 中 / △ 低
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